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Nosniki pamieci

w urzadzeniach aut

przemystowej

W automatyce przemystowej wysoka jakos¢ i niezawodnosé
podzespoléw odpowiedzialnych za ciqglos¢ pracy kluczowego
urzqdzenia jest bardzo wazna. Awaryjnos¢ nawet malego i pozornie
malo znaczqcego elementu moze skutecznie zatrzymac produkcje
na wiele godzin a nawet i dni. A jak wiadomo kazdy przestdj
generuje niepotrzebny i czesto bardzo wysoki koszt. Ponizej
przedstawie najwazniejsze problemy, ktére wystepujq w nosnikach
elektronicznych i czym rézniq sie rozwiqzania dedykowane do
automatyki przemystowej w stosunku do rozwiqzan przeznaczonych

Noéniki

z mniejszych podzespoléw, ktére sg wyko-

danych sg takimi jednymi
nane wedug popularnych i zunifikowanych
standardéw mechanicznych i maja dos¢ cze-
sto swoje tansze odpowiedniki w postaci pro-
duktéw komercyjnych. Tak jest np. z kartami
pamieci: SD i CF maja w komercyjnym maso-
wym kanale sprzedazy swoje odpowiedniki
pelnigce role no$nikéw danych w aparatach
cyfrowych czy kamerach, karty microSD
w telefonach komoérkowych/smartfonach/
odtwarzaczach mp3 i innych. Dyski SSD za§
maja swoje tansze klony w notebookach, ul-
trabookach czy komputerach stacjonarnych.
Jednakze w erze nieustannej optymalizacji
kosztéw produkcyjnych w produktach ma-
sowych kluczowym czynnikiem jest cena
i okresowo$¢ wymiany na nowsze rozwigza-
nie, bez znaczenia czy dotychczasowe nam
jeszcze dziala czy nie, ma ono i§¢ w odstaw-
ke i zosta¢ zastagpione nowszym, bo tego wy-
magaja ogdlnie przyjete ,trendy”. Zywotnosé
tego typu sprzetu jest wiec z géry obliczana
na etapie projektowania — ,optymalizowa-
nia” — pod tg wlaénie okresowo$¢ wymiany,
zazwyczaj niedtugo po standardowym 2-let-
nim okresie gwarancyjnym.

Nosniki pamieci sg tego idealnym przy-
kladem. Cena za 1 GB w ciggu ostatnich
lat bardzo spadla i obecnie mozna za kilka-
nascie zlotych kupi¢ juz karte pamieci SD/
microSD 4 GB. Niestety, niska cene uzyskuje
sie kosztem jakosci. Kilka lat temu dane byly
zdecydowanie luzniej upakowane w po-
szczegblnych warstwach komérek pamieci,
technologia np. 56 nm dawala bardzo duza
pewno$¢ wytwarzania kosci pamieci NAND
Flash cechujacych sie duza zywotnoscia
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do elektroniki uzytkoweyj.

(iloscig cykli programowania) oraz dlugim
czasem przechowywania raz zapisanych da-
nych (Data Retention). Pamieci w technologii
wlasnie ponad 50 nm cechowaly odpowied-
nio: dla pamigci komercyjnych MLC - 10 tys.
cykli programowania na komorke, dla pamie-
ci przemystowych SLC - 100 tys. cykli. Para-
metr Data Retention dla obu wynosit 10 lat. To
wszystko dawato wysoka pewnosé korzysta-
nia z ktéregokolwiek typu kosci NAND Flash
w mniej wrazliwym systemie i jego optyma-
lizacje cenowa. W ciagu ostatnich 3...4 lat
sytuacja ta ulegta bardzo dynamicznej zmia-
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nie. Warstwa wytwarzania komérek pamieci
w skutek coraz wigkszych oczekiwan rynku
(coraz nizsza cena za 1 GB) zaczela sie robic¢
coraz ciensza. Ponad to producenci zaczeli
upakowywac wiecej bitéw danych w jednej
komérce pamigci — technologia MLC to 2 bity
na komorke zapisane jednocze$nie (27 2)
technologia TLC, czyli inaczej MLC X3 to juz
3 bity danych na komérke (2" 3). W stosunku
do SLC (2 1) jest to naprawde duza réznica,
jesli wezmiemy pod uwage, ze jednocze$nie
warstwa wytwarzania nieustannie sie¢ zmniej-
sza zaczyna robi¢ sig po prostu niepewnie.

W tabeli 1 pokazano ewolucje w liczbie
cykli programowania (zapis/kasowanie) pa-
mieci Flash na przyktadzie poszczegélnych
typ6éw kosci NAND Flash.

Z dotychczasowych 10 tysiecy cykli ka-
sowania na komorke zrobilo sig ich juz tylko
kilkaset i tyle tez majg obecnie produkowa-
ne USB pendrive oraz najtaiisze nosniki kart
pamigci. Nowe SSD proponowane przez pro-
ducentéw liderujacych w komercyjnym ka-
nale dystrybucji, jakie wchodzg do produkcji
w polowie 2013 sa budowane takze na kos-
ciach TLC, co oznacza, ze niebawem typo-
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Rysunek 1. Zasada dziatania mechanizmu Power Protector
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Nosniki pamieci w urzadzeniach automatyki przemystowej

Tabela 1. Ewolucja liczby cykli pro-
gramowania (zapis/kasowanie) pamieci

Flash na przyktadzie pamieci NAND
Flash

Typ
NAND 5Xnm 3Xnm 2Xnm
Flash
30,000/
SLC 100,000 | 100,000 60.000
MLC 10,000 5,000 3,000
TLC 2,500 1,250 500~750

wy dysk SSD w komputerze stacjonarnym
w sam raz dozyje razem z takim komputerem
momentu wymiany go na nowszy bardziej
zaawansowany lub tez po prostu na urzadze-
nie o innej architekturze wraz ze zmienia-
jacymi sie preferencjami uzytkownika (np.
tablet badz terminal do pracy w chmurze).

Technologia wytwarzania ma takze moc-
ny wplyw na to jak wyglada odpornos¢ nos-
nika na wplyw warunkéw srodowiskowych,
dotychczas majacych niewielki wplyw na
poprawno$¢ pracy nosnika. Im cienisza war-
stwa tym wigksza wrazliwo$¢ na zmieniajace
sie temperatury. W przypadku pamieci TLC
istnieje bardzo duze ryzyko, ze dane zapisa-
ne i odczytywane w dwdéch réznigcych sig
od siebie o kilkadziesigt stopni temperatu-
rach bedg trudne do odczytania i nastgpi ich
degradacja.

Warto tez dodaé, ze pamigci MLC (X2)
stopniowo odchodzg do lamusa na rzecz tan-
szych TLC, na ktére jest bardzo duze zapo-
trzebowanie u masowego odbiorcy.

To wszystko mocno znieksztalca prze-
glad nos$nikéw przeznaczonych do przemy-
stu wlasnie ze wzgledu na skojarzenia z pro-
duktami komercyjnymi. Im dluzej uzytkow-
nik skupia sie wylacznie na poréwnywaniu
pojemnoéci obu nosnikéw a nie zrozumieniu
ich kluczowych cech i sposobu dziatania
tym trudniej zapewni¢ mu odpowiedni po-
ziom niezawodno$ci w swojej maszynie.

Technologia produkcji pamieci Flash
to jeden z wazniejszych probleméw, ale
z punktu widzenia automatyki przemysto-
wej dochodzg jeszcze kolejne interesujace
unikalne cechy, ktére sg potrzebne, aby ten
(wybrany juz wysokiej jakosci) nosnik pra-
cowal poprawnie w zmieniajgcych sie badz
nie zawsze stabilnych warunkach otoczenia.
Jednym z nich jest wysoka odporno$¢ na
niestabilno$¢ napiecia zasilania i jego sta-
ly poziom w czasie. W przypadku spadkéw
zasilania, jakie nastepuja np. w momencie
wlaczania skokowego odbiornikéw duzej
mocy badZ niestabilnego zasilacza, spad-
kéw w sieci lokalnego zasilania itp. nosniki
powinny cechowaé¢ sig zabezpieczeniami,
ktore bedg chronily zapisywane dane przed
uszkodzeniem np. aktualnie zapisywanego
stowa logicznego (czesto konczgcego jakis
istotny fragment danych) albo tez chronity
MBR przed uszkodzeniem. Taka technologia
jest chyba najbardziej popularna obecnie Po-

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2013

118-119_csi.indd 119

SLC

Vt distribution

VihY)

Endurance Margin

Program

Program

Program

Number of bits

wer Protector, ktérg implementuje w swoich
rozwigzaniach firma ATP. Jest to inteligentny
system zarzadzania zasilaniem, jakie no$nik
zapewnia swojej elektronice na wejsciu, aby
na wypadek spadku zasilania zareagowac
odpowiednio szybko uwalniajac energie
zmagazynowang w podrecznych kondensa-
torach i podtrzymaé¢ tym samym prace nos-
nika przez krétki okres czasu, tak aby kon-
troler mogt zakonczy¢ zapis stowa logiczne-
go i zablokowa¢ samoczynnie dalszy zapis
do czasu powrotu zasilania wejsciowego do
poprawnej warto$ci. Na rysunku 1 pokazano
na niebiesko poziom
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i zwigzany z nig przest6j wygeneruje straty
niewspé6imierne do ich wartosci. Warto wigc
postawi¢ na rozwigzania technologicznie
uzasadnione gdyz niewielki naklad finan-
sowy na wysokiej jakoéci nosniki danych na
pamigciach NAND Flash SLC na poczatku
inwestycji ochroni nas przed nieprzewidzia-
nymi i przede wszystkim niepotrzebnymi
wydatkami.
Marcin Malinowski
Product Manager — Pamieci Flash
CSI Computer Systems for Industry

napiecia dysku oraz

REKLAMA

na pomaranczowo
poziom napiecia na
wejsciu uktadu Po-
wer Protector. Napie-
cie to za Power Pro-
tectorem jest dopa-
sowywane do wlas-
ciwego poziomu dla

samego juz dysku.
dysk

wewnatrz

Przykladowo:
realnie
pracuje przy 3,3 V,
zasilanie na wejsciu
noénika jest 5 V i na
wejsciu Power Pro-
tector jest takze 5V,
jesli  zasilanie na
wejsciu  spada np.
do 4 V i dalej (poni-
zej warto$ci toleran-
cji =£10%), to Power
Protector zadziala.

Z pozoru malo
wazne i — poréwnu-

jac do kosztu calego

i

systemu — relatyw-
nie tanie elementy
elektroniczne moga
czesto okazaé¢ sie

najdrozszymi  ele-

mentami w urzadze-

niu gdyz ich awaria

Najnowszy standard dyskow SSD
mSATA i mSATA mini

INDUSTRIAL GRADE

e hd MSATA

- interfejs SATA I/1I/111 (1.5/3.00/6.0 Gb/s)
- pamie¢ NAND Flash SLC

- temperatura pracy: -40 ~ +85 st.C

- wymiar: 29.85 x 26.80 x 1.00 mm

- dostepne pojemnosci: 1 ~ 32 GB

Wielu dostawcow - szeroka oferta:

SEZ  Apacer Q00O Cactus

Dystrybutor:

Computer Systems for Industry
ul. Balicka 12A/B3, 30-149 Krakow

tel.: 12 637-13-55

oem@csi.pl

www.csi.pl

- interfejs SATA I/II/I1I (1.5/3.00/6.0 Gbl/s)
- pamiec NAND Flash SLC

- temperatura pracy: -40 ~ +85 st.C

- wymiar: 50.8 x 29.8 x 4.0 mm

- dostepne pojemnosci: 2 ~ 64 GB

TA'A A
Protector

mSATA mini

Technologies

www.silicondrive.pl
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